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3~5ミクロン帯の中赤外波長域は CO、CO2や炭化水素の分子振動の吸収線が多数あり、光吸収

を用いたセンサ応用に期待されている。Type-I 型のヘテロ構造を考えた場合、この波長帯域をカ

バーするナローバンドギャップ材料としては InAsSb
(1)、ワイドバンドギャップ材料としては

AlAsSb
(2)が有望である。しかしながらGaSbと InSbの間の広い格子定数範囲で基板が無いことや、

Type-I 型のヘテロ構造を作れる材料の組み合わせが限られていることからデバイス設計、作製の

自由度は小さいという問題があった。前回の応物で AlAsSb を障壁層材料とした量子井戸の成長検

討(3)を行ったが、炭素濃度が高いことや平坦性に課題があった。今回は III 族材料に Ga を加えた

AlGaAsSb を障壁層の使用と原料の変更、さらに井戸の圧縮歪を補償する伸張歪を与えた障壁層の

導入を検討したので報告する。 

 有機金属気相成長(MOVPE)法を用いて InAs 基板上に InAsSb/AlGaAsSb 量子井戸の成長を行っ

た。材料は AsH3、TIBAl、TEGa、TMIn を使用。InAsSb 井戸層は 1.7%の圧縮歪で厚さ 7 nmとし

た。この組成をバルクにした場合のバンドギャップ波長の見積もりとしてはおよそ 6 mである。

AlGaAsSb層は基板に格子整合と 0.25%の伸張歪の 2種類を作製し、両者とも厚さは 35 nmとした。

積層ペア数は 15とし、X線回折で比較を行った結果をそれぞれ Fig. 1, Fig. 2 に示す。歪補償を入

れないものではフリンジが消失し、部分的に格子緩和が始まったと思われる。一方入れたもので

はフリンジを確認できた。 

 InAsSb/AlGaAsSb量子井戸に歪補償障壁層を用いることで 15ペア積層時の結晶性の改善を確認

した。中赤外波長域の受光素子の光吸収層として有望と考えられる。 
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Fig. 1 InAsSb/AlGaAsSb MQW w/o compensation.  Fig. 2 InAsSb/AlGaAsSb MQW w/ compensation. 
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